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MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente’a la solicitud de vegistré de una. Patente
de Invencidn qﬁe, por veinte afios se solicita para Espafia,
& favor de 1a entidad SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTIONS
ELECTRIQUES ET MECANIQUES ('AISTHOM),'de nacionalidad juri-
dica'fr;ncesa',_ domiciliads en Paris (Prencia), Avenue Klé-

. .
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= PERFECCIONAMIENTO EN 10S DISPOSITIVOS DE HEMORTA PERMA—

NENTE »

los dispositivos de memoris permenente , son dilspositiz
vos que guardan en memoria el estedo eléctrico de un elemen-.
to légico Y confieren =2 este elemento, cuando reaparece su

alimentacidn por corriente eléctrica, el e stado que pose:[a
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ani;es de la desaparicién de_' la alimentacion.

Se han propussto dlspositivos de &ste género que asegu-
ren un funcionamiento correcto en una zona relativamente am-
plia de tensiones de alimentacion del sistema, y ung 1insensi-.
bilidsd a nota‘bles variaciones de témpergtura, a los choques
y vibraciones mecénicas, ¥ a los impulsos parésitos electro-
magnéticos propios del funcionamiento del conjunto del cual
forma parte elidis positivo, o0 de lds inducidos por otras ins
taleciones eléctricas.

Psro los dispésitives de remoria permanente actualmen~
te conocidos son sensibles a le desaparicidn lente ¥y ;'egg,e-;-.
siva de la tensidn de alimentacién, asi como a una reapari-
cidn ra',.pida de la misma.

El presente invento, sistema JOSEPH PRETNAT se refie.
re a los perfeccionamientos gque permiten hacérA insensibles
los dispositivos de memoria permanente, a la lente desapa-
ricion y a la brusca reaﬁariciéri de 1la tensidn de imenpj-
cién; Bgtos perfeccionamnientos estin esencialﬁente caracte-
rizados:l en que los c:Lis positivos de memoria, en lugar de eétar
directemente unidos & la fuente de alimentacidn, estan cox;ec-
tados a los bornes de un circuito con resistencia y capaci-
dad en paralelo conectado a su vez en>serie con una resis-
tencia, a los bornes de la fuente de alimentacion.

La resistencia en pgrale lo, de valer relativamente débill,'
pe’rmit‘:e una répida descarga en el momento del corte de la ali.
mentacién, y la constante del tiempo del circuito, resistenw

cle en serie-condensador, asegura, cuardo se restablece la
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corriente, una elevacidn lenta del potencial en los bornes
del dispositivo de memoria.

Con referencia a las figuras eséuématicas ad juntas se
va a.descfibir un e jemplo, dado a t{tulo no limitativo, de
realizacién del invento;

La Fig. 1 representa el esquema de un dispositivo de me-
moria permanente, constituido por dos.transistores montados‘
en béscula, unidos & un toro electro-magnético.

Los dos transistores 1 y 2, montados en bédscula, contie~
nen én sﬁs cifcuitos-colectores resistencias de carga 3 ¥y
4. El1 acoplamiento de la base del transistor 1 al colsctor
del transistor 2 estéd asegurado por un conjuntos Diocdo 5 -
resistencia 6, de valores tales que envauséncia'dél toro 7
(emisores de los transistores 1 y 2 unidos directamente a la
ﬁasa), el transisfor 1 resulta conductor en el momento de la
puesta en tensidn del dispositivo.’

El acoplamiento entre la base del transistor 2 y el co-
lector del transistor 1 se sfectfia mediante la resistencls 8.
Las bases de los transistores 1 y 2 estan polarizadas por unal
fuente de corriente continua a través de las resistencias
10 y 11.

La corriente es suministrada por una fuente de corrien~
te c;ntinua 12, de acuerdo con el invento, a través de un
dispositivo retardedor 13 compuesto de las resistencias 14
Yy 15, y del condensador 16: |

Los impulsos de mando son dados sobre las bases de 1

T2, 8 través de las respectivas resistencias 17 y 18. El
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toro 7, que es de material magnético con ciclo de histere-
sis rectengular, lleva dos enrollamientos: 19 y 20. El -
mero de espiras del enrollamiento 19 es mas grande que el dd
enrollamiento 20; Le salida del dispositivo sstd localizada
en 21. ~

La Plge. 2 represente el ciclo de histeresis del toro
77 pérmite segulr el funcionamientd del dispositivo:

81 antes del qorte de la alimentacion del dispositivo,
el transistor l‘era conductor, su punto de funcionamiento
ers el (a) correspondiente a la saturacion del ntcleo, gra-
clas al campo Hy ereado por ei enrodlemiento 19, y la induc-
oion magnética tenia el valor Ba;

Cuando se corta la alimentacién, desaparece la corrien
te 1; en el enrollamiento 19 y, con ella, el campo H;; la
indu:ciép pasa asl de By a B, ¥ 21 punto de funcionamiento
viene a ser‘(b); | ;

Cuando la tension vuelve; por ser el transistér 1, por .
la cohcepcién de la béscula, prioritariamente conductor, se
vuelve al punto de funcionamiento (a). En efecto, la varia-
cién my débil de la induccion en el moménto del paso de
(b) & (a) no podra inducir fuerzes electro-motrices lmpor-
taﬁtes en el enrollamiento éb (que posee pocas espiras),
que ocasionarfan la excitacidn del transistor 2.

Six por una razén cualquieta (por e jemplo & causa de
un parésito), el transistor 2 tender{a a hacerse conductor,
¥y por consigulente a hacer pasar la induccion de (b) hacia .

(¢), esta tendencis provocaria una ligera corriente i, en
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el enrollamiento 20, la variacidn de la induccion orlginaria

una fuerza electro-motriz en el enrollamiento 19 que pondria

’
en estado conductor gl transistor 1 en razon de la relacion

. de los numeros de espiras de los enroddamientos 19 y 20 de

- une parte, y de la relacion i%- - de valor elevado de otra;

2
81, ahora, se supone que sntes del corte de la alimen-

tacidn, el transistor 2 era conductor, el punto de funcionam
miento seria ¢l punto (¢) correspondiente a la saturacidn
del niicleo, gracias al campo H, creado por ¢l enrpllamiento
20, v la induccion magnétioa'fiene el velor B .

En el momento del corte de alimentaci6n; el campo H,
se anuls; la induccidn pasa de B, a Bd; y se llegp al pﬁnto
de funcionamiento (d); -

Cuando la tenéién vuelve, el transistor 1, prioritario
por lé_concepéién de la béscula, tendera a hacerse @ nductor '
la corriente»ii comenzara a crecer, tendiendo & desplazar el
punto de funcionamienfo de (d) hacia (&). Sin embargo, para
un valor gelativamente débil de la corriente i), que impli-
que un clerte 4 Hy, resultard una va iacién de la induccicn

A4 B notable, 16 gue originara fuerzas electromotrices en
los bornss de 19 y 20 gue favoreceran la excitgcién del tran
sistor 2 y obstaculdzarén la del transistor 1.

El diépositivc, tal como acaba de ser descrito, sin re-.
ferencia al 6rgano,13, constituje une memoria electro-magné-.
tica, péro hay cesos en los que su funcionamiento podria ser'
defectuoso. En efecto, si la desaparicidn de la tensidn de

alimentacidn progresa lentamente, se puede obtensr, en el -
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_momento de reaparicién de la corriente, unae prioridad sis.

tematica para que el transistor 1 sea condwtor. Por otra
parte, una reaparicion rapida de la corriente asegurarfa -
una prioridad sistemdtica pera que €l trasistor 2 sea con-

ductor, estes dos fenémen'os se desprenden del principlo

de funcionamiento enunciado precedentemente .

‘ Para evitar este inconveniente, el invento prevee un
circuito adiclonal en la’ alimentacién, compuesto de un con
densador 16 y de las resistencias 14 y 15:

Asf, en sl moﬁento de corte de la fuente de alimenta-
cién,'los impulscs de mandq se descargan en la resistencila
14 de vaior relativamente debil, asegurando asl una desapa.
ricién bastante réapida de la tensidn de alimentacion. Por
el contrarlo, la constente de tiem;;o de éircui_to resisﬁen-
cia 15 -capacidad 16, asegura, en el momento de restableci. L.
miento de la corriente, una elevac;lén suficientemente len-
ta del potencial de alimentacion en los bornes de la bascu-
la.

- 8e ha podido asegurar, con el dispositivo descrito,
un funcibnami,ento in’eérochable, en un campo de temperaturasi
escalonadas entre -102C y 609C bajo un réglmen severo de
cortes y restablecimiéntos d<;>corriente,‘ acompaiiados de nii-
merosos pare'.sitos, espe cialmente aguellos provocados por el
arco de cortq;

El précedimiento descrito puede recibir algunas varian-
tea, dentro de la tecnica de esta clase de trabajos, sin sa-
lir del empleo de los elementos fundamentales que se especle

fican.
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EN RESUMEN: La presepﬁe Patente de Invenciéh que, por
veilnte afios se solicita para Espgﬁa debera reéaer sobre las
siguien?es reivindicaciones:

12 ,_Perfeccionamiento en los dispotivos de memoria per-
manente, éspecialmente caracterizado porque el dispositivo
de memoria permanente utilizado se conecta a los bornes de
un circuito con resistencia y capacidad en paralelo y este
circuito en serie con una resistencia se cohecta a los bor-
nes de'la fuente de energ{a eléctrica;

2°:-Perfeccionamiento en los dispotitivos de memoria
pérmgnenté, de.a;uerdo con la reivindicaciénAaﬁterior, ca-
racterizado porque sl dlispositivo de memorlia permanente
utilizado se‘componé de dos transistores montados en bascula
vy asociados a4 un tofo electromégnético.

38,-Por Ultimo se reivindica coﬁo'objeto sobre el que
ha de recaer la presente Patente de Invencidn que, por vein-
te afios se solicita para Espafia, por; ___________

W PERFECCIONAMIENTO EN LOS DISPOSITIVOS DE .MEMOR IA PERVANEN
. - : fE . . . -

Todo ello conforme queda expresado en la presente memo-

‘ria descriptiva que consta de siste hojas escritas a maquina

por una sola de sus caras y planos que se acompaiiane

Medrid, 23 FEB 1963

PUA. 9 ,"/
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